[image: image1.png]


[image: image2.png]





	PROGRAMIN ADI                             
DERSIN ADI                              
DERSIN ISLENECEGI YARIYIL              
HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 
	ELEKTRİK
ANALOG ELEKTRONİK

1.Yıl,  II.Yarıyıl 

4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4)
56 Saat


AMAÇLAR 

1. Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanıyabilme
2. Diyotlar ve çeşitlerinin yapı ve özelliklerini kavrayabilme
3. BJT’lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme
4. FET’lerin yapı, özellik,çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme
5. Doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Analog elektronik, programın temel derslerinden biridir. Burada tanıdığı malzemeleri diğer meslek derslerinde kullanacaktır. Konuların iyi anlaşılması, matematik ve doğru akım devre analizi derslerindeki başarı ile orantılıdır. Özellikle laboratuvar ortamı kullanılmalı, her konu sonunda öğrencilere örnek problemler verilmelidir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU
Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır. 
	KONULAR
	Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

	A. Kısa atom bilgisi

B. Diyotlar ve çeşitleri

C. BJT’ler

D. Alan Etkili Transistörler
	10

30

30

30




KONULAR

A. Kısa atom bilgisi 

AMAÇ: P-N eklemli devre elemanlarının temel yapı, özellik ve çalışma prensiplerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR 
1. Bir atomda çekirdek, yörünge ve kabuk deyimlerini açıklar, enerji-bant diyagramını çizer. Valans ve iletim bantlarını açıklar. Serbest elektronun ne olduğunu söyler, yalıtkan, yarıiletken ve iletkeni tanımlar.
2. Elektronikte kullanılan Germenyum ve silisyum yarıiletkenlerinin özelliklerini açıklar. İki boyutlu atom modelini çizer, nasıl bir bağ yapısına sahip olduğunu söyler. Saf silisyum atomunun elektriksel iletkenliğinin sıcaklık ile ilişkisini açıklar.

3. Saf silisyum atomunun iletkenliğini arttırma tekniklerini açıklar, iletkenlik miktarının nasıl değiştirilebileceğini söyler.
4. Çoğunluk ve azınlık akım taşıyıcılarını açıklar, azınlık akım taşıyıcılarının sızıntı akımına neden olduğunu söyler.

B.Diyotlar ve Çeşitleri

AMAÇ: Diyot ve çeşitlerinin yapısı, çalışması ve karekteristiğini kavrayabilme, diyot devrelerine doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Bir P-N eklemli diyot çizerek, özelliklerini, düz ve ters polarma ile çığ olayını açıklar.

2. Germanyum ve silisyum diyotların arasındaki elektriksel farklılığın neler olduğunu söyler, V-I karekteristiğini çizer.

3. Bir diyotun sembolünü ve eşdeğerini çizer. Hacim direncinin ne olduğunu söyler. Statik ve dinamik direncinin diyot akımı ile olan ilişkisini açıklar, örnek problem üzerinde hesaplar.

4. Bir diyotun uygulamada; devamlı iletim, devamlı yalıtım veya zaman zaman iletim ve yalıtım durumunda çalıştığını açıklar. Örnek problem ile hesaplar, dalga şekillerini çizer.

5. Bir diyotun çalışma noktasının nasıl bulunduğunu grafik olarak çizer ve açıklar

6. Zener diyotların ters yönde çalışan bir P-N eklemi olduğunu söyler, bozulmama nedenini açıklar, V-I karekteristiğini çizer.

7. Bir zener diyot devresi üzerinde akımı, gerilimi ve gücü hesaplar. Çalışma noktasının nasıl bulunduğunu gafik olarak çizer ve açıklar.
8. LED’in gerçekte bir P-N eklemi olduğunu söyler. Nasıl ışık yaydığını, ışığın rengine neyin etki ettiğini açıklar. V-I karekteristiğini çizer, elektriksel özelliklerini söyler ve örnek problem üzerinde hesaplar.

9. Varikap diyot, Tunel diyot, Schottky diyot, Foto diyot ve PIN diyot gibi, çeşitlerinin yapı, özellik ve çalışmasını açıklar.

C.BJT’ler

AMAÇ: BJT (Eklemli iki kutuplu transistör) leri tanıyabilme, özelliklerini ve çalışmasını kavrayabilme. Doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR

1. BJT’nin P-N eklemli bir devre elemanı olduğunu, uçlarının Emitör, Beyz ve Kollektör olduğunu söyler. çeşitlerini, sembolünü, polarılmasını (kutuplanmasını) ve çalışmasını açıklar. (dc ve (dc’nin akım kazancı olduğunu söyler, aralarındaki ilişkiyi açıklar.

2. Bir BJT’yi iki kaynak yardımı ile kutuplayıp, çeşitli akım, gerilim değerleri ile transistörde harcanan gücü hesaplar. Laboratuvarda deneyini yapar.

3. Laboratuvarda deneyini yaparak, bir BJT’nin karekterisitk eğrilerini çizer. Kollektör akımının Vcc kaynağı ile değil, beyz akımı ile kontrol edildiğini açıklar.

4. Laboratuvarda deneyini yaparak, bir BJT’nin yalıtım, doyum ve aktif bölgelerini açıklar. İki boyutlu eksenler üzerinde maksimum akım, gerilim ve güç noktalarını göstererek çalışma bölgesini çizer.

5. İki kaynak ile kutuplanan bir BJT’nin iki boyutlu eksenler üzerinde yük doğrusunu çizer, çalışma noktasını ve neyi ifade ettiğini açıklar. 

6. Çalışma noktasının değişmesinin nedenini ve sonuçlarını söyler. BJT’nin yük doğrusu üzerinde çalışma sınıflarını açıklar.
7. BJT’lerin biaslanmasında (ön gerilimlenmesinde), emitör, beyz ve kollektör akımlarının tek kaynaktan sağlandığını söyler. Sıcaklığın sızıntı akımı, akım kazancı ve beyz-emitör eklem gerilimini etkilediğini açıklar.

8. Ön gerilimleme devreleri çizer. Akım, gerilim değerleri ile transistörde harcanan gücü hesaplar. Bu devreler arasındaki üstünlük ve sakıncaları açıklar.

9. Tasarım için bir ön gerilimleme devresi düzenler ve hesaplar.
10. Darligton bağlantının şeklini çizer ve elektriksel özelliklerini açıklar. Örnek devre üzerinde akım gerilim değerlerini hesaplar.

D. Alan Etkili Transistorler:
AMAÇ: FET (Alan etkili transistör)’leri tanıyabilme, özelliklerini ve çalışmasını kavrayabilme. Doğru akım devre analizi bilgilerini uygulayabilme. 

DAVRANIŞLAR

1. JFET’lerin alan kontrollü transistörler olduğunu söyler, yapısını ve çeşitlerini açıklar. 

2. Bir JFET’i iki bağımsız kaynak ile kutuplayarak, çalışmasını ve pinch-off gerilimini açıklar. VGS gerilimi ile ID akımının nasıl kontrol edildiğini iki boyutlu düzlemde açıklar.

3. VGS ve ID değerlerini gösteren bir tablo düzenler, transfer karekteristik eğrisini çizer. Aynı karekteristik eğri üzerinde, ileri yön geçiş iletkenliğini açıklar.

4. JFET’lerin kaç şekilde ön gerilimlenebileceğini söyler, devresini çizer, çalışma noktasını açıklar.

5. VGS’nin değişik değerleri için ID akımını ve farklı noktaların gerilimini hesaplar.

6. Bir JFET için ön gerilimleme tasarım örneği hesaplar.
7. D-MOSFET ve E-MOSFET’lerin JFET’ler ile olan farklılığını söyler, D-MOSFET’lerin JFET’ler ile olan benzerliğini söyler, yapısını ve çeşitlerini açıklar.

8. D-MOSFET’lerde VGS’nin pozitif ve negatif değerler alabileceğini söyler. İki bağımsız kaynak ile kutuplayarak, çalışmasını açıklar, VGS ile ID değerlerini gösteren bir tablo düzenler, transfer karekteristik eğrisini çizer.

9. VGS ile ID akımının nasıl kontrol edildiğini iki boyutlu düzlemde açıklar.  

10. D-MOSFET’lerin kaç şekilde öngerilimlenebileceğini söyler, devresini çizer, çalışma noktasını açıklar.

11. E -MOSFET’lerin yapısını ve çeşitlerini açıklar, iki bağımsız kaynak ile kutuplayarak, çalışmasını açıklar. VGS ile ID değerlerini gösteren bir tablo düzenler,transfer karekteristik eğirisini çizer.

12. VGS ile ID akımının nasıl kontrol edildiğini iki boyutlu düzlemde açıklar.

13. E-MOSFET’lerin kaç şekilde öngerilimlenebileceğini söyler, devresini çizer, çalışma noktasını açıklar.

14. FET’ler ile ilgili öngerilimleme tasarım örneği hesaplar.

15. GaAS’lı FET’ler, çift gate’li FET’ler, VMOS’lar gibi diğer MOSFET çeşitlerini açıklar.
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